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1. (1 pt) Soit le montage ci-dessous
dont les données sont: Vpp = 5 V,
R=1kQ, diode: Vs=0,6 V, Rs=0 Q.

Donner les valeurs de Vo pour les valeurs de Ve

indiquées ci-dessous

Ve Vo
Vb
ov
R
V., v,
2. (1 pt) On se propose d’étudier le circuit ci-contre. I,
Les éléments du montage sont R = 50 Q et pour la diode
Vs=1V,Rs=50Q.
, . . _ Eq Vp
0.5 | 2.1. Déterminer la valeur de la tension Vp pour Ec =-1 V.
Vb =
AN NN\
0.5 | 2.2 Déterminer la valeur du courant Ip pour Ec =2 V.
In=
1.5

3. (1.5 pt) Par la méthode de votre choix,
donner l'expression de la droite de charge

Ip = f(Vp) du montage ci-contre.

In=

N\
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IV. (2 pts) Pompe de charge. On Eg (V)
suppose que C1 = Cz, Vs=0et Rs =0 v
pour les deux diodes. Les capacités DD

sont initialement déchargées.

Donner I'évolution temporelle de Va et 0 : t
de Vr. V, V)
2 VDD V. e. ....... fennne EXIIIITE fennnnes Basnnneen
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5. (2 pts) La mémoire PROM est constituée d'une matrice de diodes dont certaines sont
détruites lors de la programmation pour stocker des 0 et des 1. La mémoire de la figure ci-
apres est constituée de 4 lignes (notées de A a D, aussi appelée "adresse”) de 4 bits (notés de
S1 a S4). Un interrupteur permet de sélectionner la ligne. On considére que Vpp correspond
au 1 logique et que 0 V correspond au 0 logique. Pour les diodes Vs =0 et Rs = 0.

Donner les valeurs (0 ou 1) des sorties S1 a S4 dans le tableau ci-aprés lorsque les lignes A
a D sont sélectionnées.

(ﬁo_f\ f&f}k\f?k\ =

% %O 4\ '\f\ N\ '\f\v\ =

Adresse S1 S2 S4
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D
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6. (5 pts) Soit le circuit électrique de la L. Y I Y I
. A D D1 D2
figure (6.1) dont les caractéristiques des R
diodes sont données a la figure (6.2). Les  Eg D, D, Vy
autres données du circuit sont Ec = 0,8 V
et R=40 Q.
AN NN\
Figure 6.1
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6.1. Déterminer les tensions de seuil et les résistances séries des deux diodes

Va1 = Vs =

Rsi1 = Rs2 =

6.2. Est-ce que la droite de charge doit dépendre des parameétres des deux diodes ?
OUlI NON Parfois

6.3. Donner 'expression de la droite de charge Ip = f(Vp)

In=

6.4. Tracer la droite de charge sur la figure (6.2)

6.5. Si on débranche la diode D3, quelle doit étre la valeur du courant dans le circuit (méthode
graphique) ?

Inp=

0,5

0.5

0.5
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6.6. Les deux diodes sont branchées, est ce que l'intersection de la droite de charge avec les
caractéristiques des deux diodes correspond au point de polarisation des diodes ?

OUul NON Parfois

6.7. Détermine graphiquement le point de polarisation de chaque diode.
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7. (3 pts) Soit le circuit ci-contre dont les
éléments sont: Ec = 1,6 V, Vpp = 3 V,
R = 10 kQ, Rc = 200 Q, pour le
transistor : Vs = 0,6 V, Rs =1 kQ, B = 100,
VeEsat = 0,2 V.

7.1. Déterminer l'expression et la valeur
du courant Iz qui entre dans la base du
transistor.

Ig=

7.2. Le transistor est :

Passant Bloqué

VDD
Re
Jj I
. = '\I\ Ver
N VBE
A3} 2NN

7.3. Donner I'expression et la valeur du courant, Ic, qui entre dans le collecteur.

Ic=

7.4. Donner I'expression et la valeur de la tension Vce

Ve =

7.5. Le transistor est en régime :

Linéaire Saturé
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8. (4,5 pts) Soit le circuit ci-contre dont les éléments
sont: Vop =3V, Re =10 kQ, Rc =200 Q, R = 20 Q,
Diode Di: Vspr = 1,2 V, Rspi = 12 Q. Transistor T :
B = 100, Vcesat = 0,2 V et sa base Vsti = 0,6 V,
Rsmi =1 kQ

8.1. Parmi les 4 propositions suivantes, laquelle est
correcte ?

A) SiD:; est bloquée alors T est saturé
B) SiT: est passant alors D1 est saturée
C) Di devient passante que si Ti devient passant Eq (

D) T: devient saturé que si D1 devient passante

8.2. A partir de quelle valeur de Eg le transistor devient passant ?

Eqg =

8.3. Déterminer 'expression I

Ig=

8.4. Quelle valeur doit-on donner a Ec pour que le courant qui circule dans la diode D; soit
égal a 10 mA

Eg =

8.5. Donner 'expression de la tension Vck.
Ve =
8.6. Détermination de la valeur de la tension Vck.
Ve =
8.7. Donner le régime de fonctionnement du transistor

Linéaire Saturé




BONUS. (1.5 pts) Soit le circuit ci-contre dont Rs et Vs Voo
du transistor sont non nuls. Déterminer I'expression du
courant de base, Is.

Re

Rp
Is=
\ VCE
Ve

Rg
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